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い。そこで、Si と比較して電力変換の効率を大幅に向上できる SiC パワーデバイスに注目が集まってい








上に、およそ 10 µm のエピ膜（窒素濃度：1×1016 cm−3）を化学気相堆積法によって堆積した 4H-SiC






















る）を示すものである。 図 1. (a) m 面、(b) a 面後方散乱配置でのܧଵ௅ െ ܧଵ்ピークシフト
差のエピ膜表面からの深さ依存性。 
